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Rys. 1-535. BF245 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: SESCOSEM 

Wykonanie: tranzystor krzemowy polowy (kanał N) 
epitaksjalno-planarny w obudowie plastykowej 

Zastosowanie: wzmacniacze o małych szumach i dużej 
impedancji wejściowej w zakresie od prądu stałego do 
VHF, czopery 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 
U(BR)GS - 3 0 V przy Ig = 1 (j.A, U

D S
 = 0 

Igss - 5 nA przy Ugs = - 2 0 V, U
D S

 = 0 
Idss

2 ) 3 )  2 25 mA przy u
D S 

- 15 V, Ugs = 0 
UGsy

3> - 0 , 4 —7,5 V przy Uds = 15 V, I
D
 = 200 uA 

Ugsx - 0 , 5 - 8 V przy u
D S 

= 15 V, I
D
 = 10 nA 

bais l 3 5,5 6,5 mS przy U
D S 

= 15 V, Ugs = 0, / = 1 kHz 
Cl2SS 1,1 pF przy u

D S 
= 20 V, U

G S
 = - 1 V, / = 1 MHz 

Ci i s s 4 pF przy u
D S 

= 20 V, U
G S

 = - 1 V, / = 1 MHz 
C22SS 1,6 pF przy U

D S 
= 20 V, Ugs = - 1 V, / = 1 MHz 

Sus 70 [jłS przy U
D S 

= 20 V, t/GS = - 1 V , / = 100 MHz 
Sus 250 jxS przy u

D S 
20 V, U

G S
 = - 1 V, / = 200 MHz 

Wartości graniczne1 

UDG max 30 V P 1

 tot max 3604) mW 
' J DS max ±30 V tst g + 55-^ + 150 °C 

max 10 mA 

11 tumb = 2 5 ° C 
2> pomiar impulsem tp < 300 (is, S <* 2% 
31 wykonanie w 3 grupach A, B i C 
4

> tcase = 25°C 

A 

B 

C 

loss 

2 - r 6,5 mA 

6 - r 15 mA 

12 -r 25 mA 

UGSY 

-0.4- - 2,2 V 

• 1,6 -r - 3 , 8 V 

• 3,2 - 7 , 5 V 
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Rys. 1-536. Zależność admitancji zwrotnej 
od częstotliwości 
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Rys. 1-537. Zależność admitancji przejściowej 
od częstotliwości 

100 

1/223 
[ms] 

OJ 
10 10

2  

BFZ-

•Jss=r 
Uos^ló 
Ues=o 

1*1-BFZ-

•Jss=r 
Uos^ló 
Ues=o 

BFZ-

•Jss=r 
Uos^ló 
Ues=o 

(t) 

BFZ-

•Jss=r 
Uos^ló 
Ues=o 

V 

BFZ-

•Jss=r 
Uos^ló 
Ues=o 

/ / 

f 
/ 

f [uHz] 10
3  

Rys. 1-538. Zależność admitancji wyjściowej 
od częstotliwości 
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Rys. 1-539. Charakterystyka przejściowa 



Rys. 1-540. Zależność admitancji zwrotnej 
od prądu drenu 
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Rys. 1-541. Zależność pojemności od napięcia 
bramka-źródło 
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Rys. 1-542. Zależność parametru blls [od 
częstotliwości 


